
まえがき＝半導体デバイスの集積度向上に伴い，シリコ
ンウェーハの加工やデバイスの作製プロセスにおける重
金属汚染が深刻な問題になっている。重金属は熱処理に
よって簡単にバルク中に拡散・固溶し，ドーパントとペ
アを形成したり重金属析出物や積層欠陥などを生成し
て，酸化膜耐圧の劣化やリーク電流の増加を引起こすな
ど，半導体製品の性能に大きな影響を与えるためである。
従って，ウェーハの汚染を高感度にモニタする方法がま
すます重要になっている。
　レーザとマイクロ波を利用したマイクロ波光導電減衰
法（Microwave Photo Conductivity Decay：以下μ-PCD
法）により測定する再結合ライフタイム（以下ライフタ
イム）は，微量の重金属汚染や欠陥にも鋭敏に反応する。
　㈱コベルコ科研では，ノッチ／オリフラ合わせやカセッ
ト to カセットのウェーハ搬送が可能な全自動タイプ，オフ
ライン評価や研究用に適したマニュアルタイプ，それぞ
れに標準／エピ／ SOI（S
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Heavy metal contamination and the defects induced in semiconductor processes were studied through the 



載でき，試料の抵抗率などにより選択して使用すること





動μ-PCD法とYLFレーザを用いると，基板の影響を受け
ることなくエピ層の評価が可能になる。なお，この方法
は電子情報技術産業協会（JEITA）において，短波長励







過して基板中に生成したキャリアの再結合に支配されて
いるためと考えられる。すなわち，SOI ウェーハでは，SOI
層のみにキャリアを励起しないと，その結晶性を把握す
ることができないと言える。窒素レーザの 337nmの励起


